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Beschreibung
Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Flissigkristallanzeigevor-
richtung und insbesondere ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Flissigkristallanzeigevorrichtung mit ei-
nem Duinnfilmtransistor als aktive Vorrichtung, bei
der es mdglich ist, die Anzahl der Fotolithografiepro-
zesse zu reduzieren.

[0002] Die Flussigkristallanzeigevorrichtung LCD
(liquid crystal display) ist derzeit die am meisten ver-
breitet verwendete Flachbettanzeigevorrichtung. An-
dere Vorrichtungen, die entwickelt werden und
schnell popular werden, beinhalten Plasmaanzeige-
vorrichtungen (PDP, plasma display panel) und Elek-
trolumineszenzvorrichtungen (EL), die Feldemissi-
onsanzeige (FED, field emission display) und eine
Reflexdeformationsspiegelvorrichtung (DMD, de-
formable mirror device), die die Bewegung eines
Spiegels steuert.

[0003] Die LCD verwendet eine optische Eigen-
schaft von Flussigkristallmolekulen, bei der sich de-
ren Anordnung gemaR einem elektrischen Feld ver-
andert und eine Halbleitertechnologie, die kleine
Muster bildet. Ein Dunnfilmtransistor LCD (nachfol-
gend als TFT-LCD, thin film transistor LCD, bezeich-
net), der den Dinnfilmtransistor als aktive Vorrich-
tung verwendet, besitzt den Vorteil, dass er bei einer
niedrigen Spannung betrieben wird, einen geringen
Energieverbrauch aufweist, diinn und leichtgewichtig
ist.

[0004] Da der Dinnfilmtransistor (TFT) viel dinner
ist als ein allgemeiner Transistor, ist sein Herstel-
lungsprozess viel komplizierter als der eines allge-
meinen Transistors, daher ist die Produktion zeitauf-
wandig und die Kosten sind hoch. Insbesondere da in
jedem Herstellungsschritt eine Maske verwendet
wird, sind mindestens sieben Masken erforderlich.
Deshalb wurden verschiedene Methoden zur Erhé-
hung der Produktivitat von TFT und zum Senken der
Herstellungskosten untersucht. Das heil’t, es wird
viel Forschung zu Verfahren zur Reduzierung der An-
zahl der beim Herstellungsprozess von TFT verwen-
deten Masken durchgeflhrt.

[0005] Ein Verfahren zur Herstellung von LCD nach
einem herkdbmmlichen Verfahren ist in US-Patent Nr.
5,054,887 beschrieben. Das Verfahren wird mit Be-
zug zu den Fig. 1 bis Fig. 5 beschreiben, die Schnit-
tansichten zeigen, in denen die Abschnitte A und B
einen TFT-Bereich bzw. einen Gatepadverbindungs-
bereich bezeichnen.

[0006] Mit Bezug zu Fig. 1 werden nach Ausbilden
eines ersten Metallfilms unter Verwendung von rei-

nem Al auf einem transparenten Substrat 2, Gate-
muster 4 und 4a durch Ausflihren einer ersten Fotoli-
thografie auf dem ersten Metallfilm ausgebildet. Die
Gatemuster werden als Gateelektrode 4 im TFT-Be-
reich und als Gatepad 4a im Gatepadverbindungsbe-
reich verwendet.

[0007] Mit Bezug zu Fig. 2 wird nach Ausbilden ei-
nes Fotoresistmusters (nicht gezeigt), das einen Teil
des Gatepadverbindungsbereichs bedeckt, durch
Ausfuhren einer allgemeinen Fotolithografie ein ano-
disierter Film 6 durch Oxidieren des ersten Metall-
films unter Verwendung des Fotoresistmusters als
Antioxidationsfilm ausgebildet. Zu diesem Zeitpunkt
wird der anodisierte Film 6 auf der gesamten Flache
der Gateelektrode 4 ausgebildet, die im TFT-Bereich
ausgebildet ist und auf einem Teil des Gatepads 4a,
das im Gatepadverbindungsbereich gelegen ist.

[0008] Mit Bezug zu Fig. 3 wird ein Isolierfilm 8 zum
Beispiel durch Abscheiden eines Nitridfilms auf der
gesamten Flache des Substrats 2 mit dem anodisier-
ten Film ausgebildet. Dann wird ein Siliciumfilm aus-
gebildet durch nacheinander Abscheiden eines
amorphen Siliciumfilms 10 und eines dotierten amor-
phen Siliciumfilms 12 auf der gesamten Flache des
Substrats 2, auf dem der Isolierfilm 8 ausgebildet ist,
ein Halbleiterfilmmuster 10 + 12 zur Verwendung als
aktive Region wird im TFT-Bereich durch Ausflihren
einer dritten Fotolithografie auf dem Halbleiterfilm
ausgebildet.

[0009] Mit Bezug zu Fig. 4 wird ein Fotoresistmus-
ter (nicht gezeigt) gebildet, das einen Teil des im
Gatepadverbindungsbereich ausgebildeten Gate-
pads 4a freilegt, durch Ausfiihren einer vierten Foto-
lithografie auf der gesamten Flache des Substrats 2,
auf dem das Halbleiterfilmmuster ausgebildet ist.
Dann wird ein Kontaktdurchtritt, der einen Teil des
Gatepads 4a freilegt, durch Atzen des Isolierfilms 8
unter Verwendung des Fotoresistmusters als Maske
ausgebildet. Dann werden eine Sourceelektrode 14a
und eine Drainelektrode 14b im TFT-Bereich durch
Abscheiden zum Beispiel von Cr auf der gesamten
Flache des Substrats, auf dem der Kontaktdurchtritt
ausgebildet ist, und Durchfiihren einer fiinften Fotoli-
thografie auf dem Cr-Film ausgebildet. Im Gatepad-
verbindungsbereich wird eine mit dem Gatepad 4a
verbundene Padelektrode 14c¢c durch den Kontakt-
durchtritt ausgebildet. Zu diesem Zeitpunkt wird ein
Teil des dotierten amorphen Siliciumfilms 12 geatzt,
so dass ein Teil des amorphen Siliciumfilms 10 auf
dem oberen Teil der Gateelektrode freigelegt wird.

[0010] Mit Bezug zu Fig. 5 wird ein Passivierungs-
film 16 ausgebildet durch Abscheiden von zum Bei-
spiel einem Oxidfilm auf der gesamten Flache des
Substrats 2, auf dem die Sourceelektrode 14a, die
Drainelektrode 14b und die Padelekirode 14c ausge-
bildet sind. Dann wird der Kontaktdurchtritt, der einen
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Teil der Drainelektrode 14b des TFT-Bereichs und ei-
nen Teil der Padelektrode 14c des Gatepadverbin-
dungsbereichs freilegt, durch Ausfiihren einer sechs-
ten Fotolithografie auf dem Passivierungsfilm ausge-
bildet.

[0011] Dann werden Pixelelektroden 18 und 18a
durch Abscheiden von Indiumzinnoxid ITO (indium tin
oxide), das ein transparentes leitfahiges Material ist,
auf der gesamten Flache des Substrats, auf dem der
Kontaktdurchtritt ausgebildet ist, und Durchfiihren ei-
ner siebten Fotolithografie auf dem ITO-Film ausge-
bildet. Als Folge davon sind die Drainelektrode 14b
und die Pixelelektrode 18 im TFT-Bereich verbunden
und die Padelektrode 14c und die Pixelelektrode 18a
sind im Gatepadverbindungsbereich verbunden.

[0012] Gemal dem herkdmmlichen Verfahren zur
Herstellung von LCD wird reines Al als Gateelektro-
denmaterial zur Senkung des Widerstands einer
Gateleitung verwendet. Deshalb ist ein Anodisie-
rungsprozess erforderlich, um eine durch das Al be-
dingte Anhaufung zu vermeiden, was den Herstel-
lungsprozess verkompliziert, die Produktivitéat redu-
ziert und die Herstellungskosten erhoht.

[0013] EP 544069 beschreibt einen Dinnfilmtran-
sistor und Gatepads. Es werden eine Gateleitung z.
B. aus Indiumzinnoxid und Aluminiumschicht gebil-
det.

Zusammenfassung der Erfindung

[0014] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein effizienteres Verfahren zur Herstellung einer Flus-
sigkristallanzeigevorrichtung zur Verfligung zu stel-
len, bei dem die Herstellungskosten reduziert sind,
indem die Anzahl der Fotolithografieprozesse redu-
Ziert ist.

[0015] Zum Ldsen dieser Aufgabe wird ein Verfah-
ren zur Herstellung einer Flissigkristallanzeigevor-
richtung gemaRn der vorliegenden Erfindung zur Ver-
fligung gestellt, wobei das Verfahren zur Herstellung
einer FlUssigkristallanzeigevorrichtung die Schritte
umfasst: Abscheiden eines ersten Metallfilms auf ei-
nem Substrat und eines zweiten Metallfilms auf dem
ersten Metallfilm und Ausbilden einer Gateelektrode
in einem Dunnfilmtransistorbereich bzw. eines Gate-
pads in einem Gatepadverbindungsbereich durch ei-
nen ersten Fotolithografieprozess; Ausbilden eines
Isolierfilms auf der gesamten Flache des Substrats,
auf dem die Gateelektrode und das Gatepad ausge-
bildet sind; Ausbilden eines Halbleiterfilmmusters auf
dem Isolierfilm im Dinnfilmtransistorbereich durch ei-
nen zweiten Fotolithografieprozess; Ausbilden einer
Sourceelektrode, einer Drainelektrode und einer Pa-
delektrode gebildet aus einem dritten Metallfilm unter
Verwendung eines dritten Fotolithografieprozesses in
einem Dunnfilmtransistorbereich bzw. Padelektro-

denbereich; Ausbilden eines Passivierungsfilmmus-
ters, das einen Teil der Drainelektrode, einen Teil des
Gatepads und einen Teil der Padelektrode freilegt,
durch einen vierten Fotolithografieprozess; Freilegen
des ersten Metallfilms durch Atzen des zweiten Me-
tallfilms, der das Gatepad bildet unter Verwendung
des Passivierungsfilmmusters als Maske; und Ausbil-
den einer Pixelelektrode mit einem ersten Teil, der mit
der Drainelektrode im Dinnfilmtransistorbereich ver-
bunden ist, und einem separaten zweiten Teil, der
das Gatepad im Gatepadverbindungsbereich mit der
Padelektrode im Padelektrodenbereich verbindet,
unter Verwendung eines flinften Fotolithografiepro-
zesses.

[0016] Der erste Metallfilm kann aus einem hitzebe-
standigen Metall ausgebildet sein, d. h. einem ausge-
wahlt aus der Gruppe bestehend aus Cr, Ta, Mo und
Ti, und der zweite Metallfilm kann aus Al oder einer
Al-Legierung gebildet sein.

[0017] Der dritte Metallfilm kann aus einem ausge-
wahlt aus der Gruppe bestehend aus Cr, Ta, Mo und
Ti gebildet sein.

[0018] Es wird auf dem zweiten Metallfilm ein
Schragatzen durchgefiihrt und dann wird ein Atzen
des ersten Metallfilms durchgeflihrt, so dass der ers-
te Metallfilm breiter als der zweite Metallfilm ausgebil-
det ist.

[0019] GemalR der vorliegenden Erfindung ist es
moglich, die Anzahl der Fotolithografieprozesse re-
duzieren, indem die Gateelektrode in einer Doppel-
struktur aus einem hitzebestandigen Metallfilm und
einem auf dem oberen Teil des hitzebestandigen Me-
tallfilms ausgebildeten Al-Film ausgebildet wird, was
auf diese Weise die Herstellungskosten streng redu-
ziert und die Produktionsausbeute verbessert. Es ist
auch mdglich, die Entwicklung einer Anhaufung des
Al-Films aufgrund einer Spannungsrelaxation des hit-
zebestandigen Metallfilms zu unterdriicken und den
Kontaktwiderstand zwischen einer Pixelelektrode,
die in einem folgenden Prozess ausgebildet wird, und
einem Al-Film durch Atzen des Al-Films, der die Ga-
teelektrode bildet, vor dem Ausbilden der Pixelelekt-
rode, zu reduzieren.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Die obige Aufgabe und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden besser ersichtlich aus ei-
ner ausfuhrlichen Beschreibung einer bevorzugten
Ausfuhrungsform mit Bezug zu den begleitenden
Zeichnungen, in denen:

[0021] Eig. 1 bis Fig. 5 Schnittansichten zur Erlau-
terung des Verfahrens zur Herstellung einer Flissig-
kristallanzeigevorrichtung nach einem herkdmmli-
chen Verfahren sind;
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[0022] Fig. 6 eine schematische Draufsicht zur Er-
lduterung der bei der Herstellung einer Flissigkris-
tallanzeigevorrichtung gemafl dem Verfahren der
vorliegenden Erfindung verwendeten Maskenmuster
ist;

[0023] Fig. 7 bis Fig. 12 Schnittansichten zur Erldu-
terung eines Verfahrens zur Herstellung einer Flis-
sigkristallanzeigevorrichtung gemafl einer ersten
Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung sind;
und

[0024] Fig. 13 bis Fig. 16 Schnittansichten zur Er-
lduterung eines anderen Verfahrens zur Herstellung
einer Flussigkristallanzeigevorrichtung sind.

Ausfuhrliche Beschreibung der Erfindung

[0025] Fig. 6 ist eine schematische Draufsicht zur
Erlauterung der Maskenmuster, die bei der Herstel-
lung einer Flussigkristallanzeigevorrichtung gemaf
dem Verfahren der vorliegenden Erfindung verwen-
det werden, in der das Bezugszeichen 100 ein Mas-
kenmuster zur Ausbildung einer Gateleitung bezeich-
net, Bezugszeichen 105 ein Maskenmuster zur Aus-
bildung eines Gatepads bezeichnet, Bezugszeichen
110 ein Maskenmuster zur Ausbildung einer Daten-
leitung bezeichnet, Bezugszeichen 120 ein Masken-
muster zur Ausbildung eines Halbleiterfilms bezeich-
net, Bezugszeichen 130 ein Maskenmuster zur Aus-
bildung einer Sourceelektrode/Drainelektrode be-
zeichnet, Bezugszeichen 140 ein Maskenmuster zur
Ausbildung eines Kontaktdurchtritts zum Verbinden
einer Pixelelektrode eines TFT-Bereichs mit der Drai-
nelektrode des TFT-Bereichs bezeichnet, Bezugszei-
chen 145 ein Maskenmuster zur Ausbildung eines
Gates und eines Gatepadverbindungsbereichs be-
zeichnet, Bezugszeichen 150 ein Maskenmuster zur
Ausbildung der Pixelelektrode des TFT-Bereichs be-
zeichnet und Bezugszeichen 155 ein Maskenmuster
zur Ausbildung der Pixelelektrode des Gatepadver-
bindungsbereichs bezeichnet.

[0026] Mit Bezug zu Fiqg. 6 ist die Gateleitung 100
horizontal angeordnet, die Datenleitung 110 ist verti-
kal angeordnet, die Datenleitung 110 ist in einem Ma-
trixmuster senkrecht zur Gateleitung 100 angeord-
net, das Gatepad 105 ist am Endteil der Gateleitung
100 vorgesehen und das Datenpad 115 ist am Endteil
der Datenleitung 110 vorgesehen. Es sind entspre-
chende Pixelregionen im Matrixmuster in dem Be-
reich angeordnet, der von den beiden benachbarten
Gateleitungen und der Datenleitung begrenzt wird.
Die Gateelektroden der entsprechenden TFTs sind so
ausgebildet, dass sie sich von den entsprechenden
Gateleitungen zu den Pixelregionen erstrecken. Der
Halbleiterfilm 120 ist zwischen den Drainelektroden
der entsprechenden TFTs und den Gateelektroden
der entsprechenden TFTs ausgebildet. Die Sourcee-
lektroden der TFTs sind so ausgebildet, das sie her-

vorstehen. Die aus transparentem ITO gebildeten Pi-
xelelektroden 150 sind in den entsprechenden Pixel-
regionen ausgebildet.

[0027] Die Fig. 7 bis Fig. 12 sind Schnittansichten
zur Erlduterung eines Verfahrens zur Herstellung ei-
ner Flussigkristallanzeige gemal einer Ausflihrungs-
form der vorliegenden Erfindung. Das Bezugszei-
chen C bezeichnet den TFT-Bereich in einer Schnitt-
ansicht entlang I-I' von Fig. 6. Die Bezugszeichen D
und E bezeichnen den Gatepadverbindungsbereich
und den Padbereich in einer Schnittansicht entlang

[I-II' von Eig. 6.

[0028] Fig. 7 zeigt die Schritte zur Ausbildung einer
Gateleektrode. Nach Ausbilden eines ersten Metall-
films 31 durch Abscheiden eines 300 A bis 4000 A di-
cken Films aus hitzebestandigem Material aus der
Gruppe bestehend aus Cr, Ta, Mo und Ta (bevorzugt
Cr) auf einem transparenten Substrat 30, wird ein
zweiter Metallfilm 33 durch Abscheiden eines 1000 A
bis 4000 A dicken Films aus Al oder einer Al-Legie-
rung auf dem ersten Metallfilm 31 ausgebildet. Hier
kann der zweite Metallfiim 33 auch aus Al-Nd oder
Al-Ta gebildet sein. Dann werden Gateelektroden auf
dem TFT-Bereich und dem Gatepadverbindungsbe-
reich durch Ausflihren einer ersten Fotolithografie auf
dem ersten und zweiten Metallfilm 31 und 33 ausge-
bildet. Zu diesem Zeitpunkt wird der erste Fotolitho-
grafieprozess durch abtragendes Atzen des zweiten
Metallfiims 33 und dann des ersten Metallfiims 31
durchgefiihrt. Auf diese Weise wird die Breite des
ersten Metallfilms 31 so ausgebildet, dass er breiter
ist als der zweite Metallfilm 33.

[0029] Es ist mdglich, die Bildung einer Al-Anhau-
fung, die durch Unterschiede in der thermischen Ex-
pansion zwischen dem Al-Film oder dem Al-Legie-
rungsfilm und dem Substrat bedingt ist, durch Ausbil-
den eines Films aus hitzebestandigem Metall im un-
teren Teil des Al-Films oder Al-Legierungsfilms zu
verhindern. Es ist auch mdglich, das abtragende At-
zen unter Verwendung des Unterschiedes im Atzgrad
zwischen dem Al-Film oder dem Al-Legierungsfilm
und dem Substrat durchzufiihren, obwohl ein her-
kédmmliches Atzverfahren angewendet wird. Deshalb
wird bevorzugt eine Stufenbedeckung durchgefiihrt,
wenn ein folgendes Material nach Ausbilden der Ga-
teelektrode abgeschieden wird.

[0030] Fig. 8 zeigt die Schritte zum Ausbilden eines
Halbleiterfilmmusters. Ein Isolierfilm 35 wird durch
Abscheiden eines Nitridfiims oder eines Oxidfilms,
zum Beispiel, auf der gesamten Oberflache des Sub-
strats 30, auf der die Gateelektrode ausgebildet wird,
ausgebildet. Dann wird ein Halbleiterfilm durch Ab-
scheiden eines amorphen Siliciumfilms 37 und eines
dotierten amorphen Siliciumfiims 39 auf der gesam-
ten Flache des Substrats 30, auf dem die Isolier-
schicht ausgebildet ist, ausgebildet. Dann wird ein
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Halbleiterfilmmuster gebildet aus dem amorphen Sili-
ciumfilm 37 und dem dotierten amorphen Siliciumfilm
39 im TFT-Bereich durch Ausflihren einer zweiten Fo-
tolithografie auf dem Halbleiterfilm ausgebildet. Der
Isolierfilm 35, der amorphe Siliciumfilm 37 und der
dotierte amorphe Siliciumfilm 39 werden jeweils in Di-
cken von 2000-9000 A, 1000-4000 A bzw. 300-1000
A ausgebildet.

[0031] Fig. 9 zeigt die Schritte zum Ausbilden einer
Sourceelektrode und einer Drainelektrode. Nach
Ausbilden eines dritten Metallfilms durch Abscheiden
eines 300-4000 A dicken Films aus hitzebestandi-
gem Metall wie Cr auf der gesamten Flache des Sub-
strats, auf dem das Halbleiterfilmmuster ausgebildet
ist, werden eine Sourceelektrode 41a und eine Drai-
nelektrode 41b im TFT-Bereich durch Ausflihren ei-
ner dritten Fotolithografie auf dem dritten Metallfilm
ausgebildet und eine Padelektrode 41¢ wird im Pad-
bereich ausgebildet. Zu diesem Zeitpunkt wird ein
Teil des dotierten amorphen Siliciumfilms 39 wegge-
atzt, was auf diese Weise einen Teil des amorphen
Siliciumfilms 37 freilegt.

[0032] Fig. 10 zeigt die Schritte zum Ausbilden ei-
nes Passivierungsfilmmusters. Nach Ausbilden eines
Passivierungsfilms unter Verwendung, zum Beispiel,
eines Nitridfilms auf der gesamten Flache des Subst-
rats 30, wird ein Passivierungsfilmmuster 43 durch
Ausfuhren einer vierten Fotolithografie auf dem Pas-
sivierungsfilm ausgebildet. Zu diesem Zeitpunkt wer-
den ein Teil der Drainelektrode 41b des TFT-Bereichs
und ein Teil der Padelektrode 41¢ des Padbereichs
freigelegt. Die im Gatepadverbindungsteil ausgebil-
dete Gateelektrode, namlich das Passivierungsfilm-
muster 43 und der Isolierfilm 35 ausgebildet auf dem
zweiten Metallfilm 33 werden gleichzeitig geatzt, was
auf diese Weise den zweiten Metallfilm 33 freilegt.

[0033] Fig. 11 zeigt die Schritte zum Atzen des frei-
gelegten zweiten Metallfilms auf dem Gatepadverbin-
dungsbereich. Der erste Metallfilm 31 wird durch At-
zen des zweiten Metallfilms 33 im Gatepadverbin-
dungsbereich 45 freigelegt und durch das Passivie-
rungsfilmmuster 43 freigelegt. Der Kontaktwider-
stand zwischen der Pixelelektrode, die in einem an-
schlieRenden Prozess ausgebildet wird, und dem
zweiten Metallfilm kann durch diesen Prozess redu-
ziert werden.

[0034] Fig. 12 zeigt die Schritte zum Ausbilden ei-
ner Pixelelektrode. Eine Pixelelektrode 47 wird durch
Abscheiden eines ITO-Films, der ein transparenter
leitfahiger Film ist, auf der gesamten Flache des Sub-
strats 30, auf dem das Passivierungsfilmmuster aus-
gebildet ist, und Durchfihren einer flinften Fotolitho-
grafie auf dem ITO-Film ausgebildet. Als Folge davon
sind die Pixelelektrode 47 und die Drainelektrode 41b
im TFT-Bereich verbunden und die Gateelektrode
des Gatepadverbindungsbereichs und die Padelekt-

rode 41c des Padbereichs sind durch die Pixelelekt-
rode 47 verbunden.

[0035] Die Fig. 13 bis Fig. 16 sind Schnittansichten
zur Erlauterung eines weiteren Verfahrens zur Her-
stellung einer Flissigkristallanzeige. Bezugszeichen
F bezeichnet einen TFT-Bereich in einer Schnittan-
sicht entlang Linie I-I von Fig. 6 und Bezugszeichen
G stellt einen Padbereich dar in einer Schnittansicht
entlang der Linie Il-ll von Fig. 6.

[0036] Fig. 13 zeigt den Schritt zum Ausbilden der
Gateelektrode. Nach Ausbilden eines ersten Metall-
films 51 durch Abscheiden eines 300-4000 A dicken
Films aus hitzebestandigem Metall wie Cr, Ta und Ti
auf der gesamten Flache des transparenten Subst-
rats 50 wird ein zweiter Metallfilm 53 durch Abschei-
den eines 10004000 A dicken Films aus Al oder
Al-Legierung auf dem ersten Metallfilm ausgebildet.
Dann werden die Gateelektrode und das Gatepad im
TFT-Bereich und der Padbereich durch Ausfiihren ei-
ner ersten Fotolithografie auf dem zweiten und dem
ersten Metallfilm 53 und 51 ausgebildet.

[0037] Die Gateelektrode und das Gatepad werden
gleichzeitig unter Verwendung einer Maske ausgebil-
det. Bei der ersten Fotolithografie wird abtragendes
Atzen auf dem zweiten Metallfilm 53 durchgefiihrt
und dann auf dem ersten Metallfilm 51. Auf diese
Weise wird der erste Metallfilm 51 breiter ausgebildet
als der zweite Metallfilm 53.

[0038] Fig. 14 zeigt den Schritt zum Ausbilden ei-
nes Halbleiterflmmusters. Ein Halbleiterfilmmuster
57 zur Verwendung als aktiver Bereich wird im
TFT-Bereich durch Ausbilden eines Isolierfilms 55
und des Halbleiterfilms auf der gesamten Flache des
Substrats 50 ausgebildet, in dem die Gateelektrode
und das Gatepad ausgebildet sind, und eine zweite
Fotolithografie wird auf dem Halbleiterfilm durchge-
fuhrt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Isolierfilm 55 in ei-
ner Dicke von 2000-9000 A unter Verwendung eines
einzigen Films eines Nitridfilms SiN, oder eines dop-
pelten Films aus einem Nitridfilm SiN, und einem
Oxidfilm SiO, ausgebildet, und das Halbleiterfilm-
muster 57 wird durch Abscheiden von amorphem Si-
licium und dotiertem amorphem Silicium ausgebildet.

[0039] Fig. 15 zeigt die Schritte zum Ausbilden ei-
ner Sourceelektrode und einer Drainelektrode. Eine
Sourceelektrode 61a und eine Drainelektrode 61b
werden im TFT-Bereich durch Ausbilden eines drit-
tem Metallfilms durch Abscheiden eines 300-4000 A
dicken Films aus einem hitzebestandigen Metall wie
Cr, Tiund Mo auf der gesamten Flache des Substrats
50, auf dem das Halbleiterfilmmuster 57 ausgebildet
ist, und Durchfiihren einer dritten Fotolithografie auf
dem dritten Metallfilm ausgebildet.

[0040] Fig. 16 zeigt die Schritte zum Ausbilden ei-
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nes Passivierungsfilmmusters und einer Pixelelektro-
de. Ein Passivierungsfilmmuster 63 wird durch Aus-
bilden eines Passivierungsfilms durch Abscheiden,
zum Beispiel, des Nitridfilms auf der gesamten Fla-
che des Substrats, in dem die Sourceelektrode und
die Drainelektrode ausgebildet sind, und Ausfiihren
einer vierten Fotolithografie auf dem Passivierungs-
film ausgebildet. Bei der vierten Fotolithografie wird
ein Teil der Drainelektrode 61b des TFT-Bereichs
freigelegt und der Isolierfilm und der Passivierungs-
film im oberen Teil das Gatepads werden gleichzeitig
im Padbereich geatzt, was auf diese Weise einen Teil
des Gatepads freilegt.

[0041] Dann wird der erste Metallfim 51 durch At-
zen des Teils des zweiten Metallfiims 53 freigelegt,
der durch das Passivierungsfilmmuster freigelegt ist.
Es ist méglich, den Kontaktwiderstand zwischen ei-
ner Pixelelektrode, die in einem anschlieRenden Pro-
zess ausgebildet wird, und dem zweiten Metallfilm
durch Atzen des zweiten Metallfiims zu reduzieren.

[0042] Dann wird eine Pixelelektrode 65, die mit der
Drainelektrode 61b des TFT-Bereichs und mit dem
ersten Metallfilm des Padbereichs verbunden ist,
durch Abscheiden des ITO-Films ausgebildet.

[0043] Wie oben angegeben ist es beim Verfahren
zur Herstellung der Flussigkristallanzeigevorrichtung
gemal der vorliegenden Erfindung mdglich, durch
Verwendung von doppelten Gateelektroden die Her-
stellungskosten zu senken und die Produktionsaus-
beute zu steigern, daher werden im Vergleich zum
Verfahren der herkdmmlichen Technik, bei der min-
destens sieben Fotolithografieprozesse angewendet
werden, mindestens flnf Fotolithografieprozesse an-
gewendet.

[0044] Ebenso ist es moglich, das Wachstum von
Anhaufungen auf dem Al-Film, das durch Span-
nungsrelaxation des hitzebestandigen Metallfilms be-
dingt ist, durch Ausbilden der Gateelektrode aus den
Doppelfiimen des hitzebestandigen Metallfilms und
des Al-Films oder Al-Legierungsfilms, der auf dem
hitzebestandigen Metallfilm ausgebildet ist, zu unter-
druicken.

[0045] Ebenso ist es wie in Fig. 16 gezeigt mdglich,
den Kontaktwiderstand zwischen der Pixelelektrode,
die in einem anschlieenden Prozess gebildet wird,
und dem Al-Film durch Atzen des Al-Films oder
Al-Legierungsfilms vor dem Ausbilden der Pixelelek-
trode im Padbereich zu reduzieren.

[0046] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die
obigen Ausfiihrungsformen beschrankt und es ver-
steht sich fur einen Fachmann, dass viele Variationen
im Rahmen der vorliegenden Erfindung, wie sie in
den Ansprichen definiert ist, moglich sein kénnen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer Flissigkristall-
anzeigevorrichtung umfassend die Schritte:
Abscheiden eines ersten Metallfiims (31, 51) auf ei-
nem Substrat (30, 50) und eines zweiten Metallfilms
(33, 53) auf dem ersten Metallfilm (31, 51) und Aus-
bilden einer Gateelektrode in einem Dinnfilmtransis-
torbereich bzw. eines Gatepads in einem Gatepad-
verbindungsbereich durch einen ersten Fotolithogra-
fieprozess;

Ausbilden eines Isolierfilms (35, 55) auf der gesam-
ten Flache des Substrats (30, 50), auf dem die Gate-
lektrode und das Gatepad ausgebildet sind;
Ausbilden eines Halbleiterfilmmusters (37, 39, 57)
auf dem Isolierfilm im Dunnfilmtransistorbereich
durch einen zweiten Fotolithografieprozess;
Ausbilden einer Sourceelektrode, einer Drainelektro-
de (41a, 41b, 61a, 61b) und einer Padelektrode (41c,
61c) gebildet aus einem dritten Metallfilm (41, 61) un-
ter Verwendung eines dritten Fotolithografieprozes-
ses in einem Dunnfilmtransistorbereich bzw. Pade-
lektrodenbereich;

Ausbilden eines Passivierungsfilmmusters (43, 63),
das einen Teil der Drainelektrode (41b, 61b), einen
Teil des Gatepads und einen Teil der Padelektrode
(41c, 61c) freilegt, durch einen vierten Fotolithogra-
fieprozess;

Freilegen des ersten Metallfiims (31, 51) durch Atzen
des zweiten Metallfilms (33, 53), der das Gatepad bil-
det unter Verwendung des Passivierungsfilmmusters
(43, 63) als Maske; und

Ausbilden einer Pixelelektrode (47, 65) mit einem
ersten Teil, der mit der Drainelektrode im Dinnfilm-
transistorbereich verbunden ist, und einem separa-
ten zweiten Teil, der das Gatepad im Gatepadverbin-
dungsbereich mit der Padelektrode (41c) im Pade-
lektrodenbereich verbindet, unter Verwendung eines
funften Fotolithografieprozesses.

2. Verfahren zur Herstellung einer Flussigkristall-
anzeigevorrichtung nach Anspruch 1, worin der
Schritt zum Freilegen des ersten Metallfilms (31)
durch Atzen eines Teils des zweiten Metallfilms
durchgefihrt wird.

3. Verfahren zur Herstellung einer Flissigkristall-
anzeigevorrichtung nach Anspruch 2, worin der erste
Metallfilm ein hitzebestandiges Metall umfasst.

4. Verfahren zur Herstellung einer Flussigkristall-
anzeigevorrichtung nach Anspruch 3, worin der erste
Metallfilm ein Material ausgewahlt aus der Gruppe
bestehend aus Cr, Ta, Mo und Ti umfasst.

5. Verfahren zur Herstellung einer Flissigkristall-
anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, worin der zweite Metallfilm Al oder eine
Al-Legierung umfasst.
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6. Verfahren zur Herstellung einer Flussigkristall-
anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, worin der dritte Metallfilm ein Material
ausgewahlt aus der Gruppe bestehend aus Cr, Ta,
Mo und Ti umfasst.

7. Verfahren zur Herstellung einer Flussigkristall-
anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, worin im ersten Fotolithografieprozess
ein Schragatzen auf dem zweiten Metallfilm durchge-
fihrt wird und dann ein Atzen des ersten Metallfiims
durchgefiihrt wird.

8. Verfahren zur Herstellung einer Flussigkristall-
anzeigevorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, worin der erste Metallfilm breiter ist als
der zweite Metallfilm.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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